
РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломна робота виконана на 117 сторінках, вони містять 5 розділів, 30 

ілюстрацій, 53 таблиць та 22 джерел в переліку посилань. 

Предмет роботи – фотоелектричні перетворювачі на гатероструктурах 

GaInP/GaAs/Ge, GaAs/AlGaAs.  

Метою роботи є розробка технології, виготовлення фотоелектричних 

характеристик на гетероструктурах GaInP/GaAs/Ge, GaAs/AlGaAs. Дослідження 

їх вольтамперних і спектральних характеристик, температурної та радіаційної 

стабільності.  

У першому розділі розглянута основна інформація про фотоелектричні 

перетворювачі на гатероструктурах A3B5, стан розробок у світі, типові 

конструкції A3B5 їх переваги у порівнняні з Si та параметри і вольт-амперні 

характеристики фотоелектричних претворювачів. 

У розділі 2 проаналізовано радіаційну стійкість фотоелектричних 

перетворювачів, призначених для застосуванняв в космосі, та проведено 

комплексний розляд механізмів їх деградації. 

У розділі 3 представлена конструкція та технологія виготовлення 

фотоелектричних претворювачів на гетероструктурах A3B5. 

В розділі 4 представлені проведені дослідження параметрів 

фотоелектричних претворювачів, їх спектральні та вольт-амперні 

характеристики. Представлені методи дослідження на радіаційну стійкість і 

наведені отримані результати. 

П’ятий розділ присвячено розробленню стартап проекту. 

Робота виконана згідно вимог нормативних документів НТУУ «КПІ» та 

чинних державних стандартів. 

 



ABSTRACT 

 

Thesis is made at 117 pages, it contains 5 chapters, 30 figures, 53 table and 22 

sources in the list of references. 

Subject work - photovoltaic cells on haterostrukturah GaInP / GaAs / Ge,  

GaAs / AlGaAs. 

The aim is to develop technology, manufacture photovoltaic characteristics of 

heterostructures GaInP / GaAs / Ge, GaAs / AlGaAs. Study of voltage and spectral 

characteristics, thermal and radiation stability. 

The first section covers basic information on photovoltaic cells on 

haterostrukturah A3B5, state of development in the world, their typical structures 

A3B5 porivnnyani advantages of Si and parameters and current-voltage characteristics 

of photovoltaic pretvoryuvachiv. 

Section 2 analyzes the radiation resistance of photovoltaic cells designed for use 

in space, and conducted a comprehensive review of the mechanisms of their 

degradation. 

Section 3 shows the design and manufacturing techniques for photovoltaic 

heterostructures A3B5. 

Section 4 presents studies photovoltaic parameters, their spectral and current-

voltage characteristics. The method of research on radiation resistance and are the 

results. 

The sixth chapter is devoted to the development startup project. 

Work carried out in accordance with regulations of NTUU "KPI" and applicable state 

standards. 
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